
















































专利名称(译) 电致发光元件和电致发光板

公开(公告)号 US7247984 公开(公告)日 2007-07-24

申请号 US10/897627 申请日 2004-07-23

[标]申请(专利权)人(译) 棚濑KENJI
西川隆司

申请(专利权)人(译) 棚濑KENJI
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当前申请(专利权)人(译) SANYO ELECTRIC CO.，LTD.

[标]发明人 TANASE KENJI
NISHIKAWA RYUJI

发明人 TANASE, KENJI
NISHIKAWA, RYUJI

IPC分类号 H05B33/02 H05B33/26 C09K11/06 H01L51/00 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/00 H05B33/12 H05B33
/14 H05B33/20 H05B33/22

CPC分类号 H01L51/5221 H01L51/0059 H01L51/0078 H01L51/0081 H01L2251/5315 H01L51/5234

代理机构(译) 康托科尔伯恩LLP

优先权 2003400714 2003-11-28 JP
2003280254 2003-07-25 JP

其他公开文献 US20050035710A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在电致发光元件中，层状结构用于上电极，包括通过蒸发形成的第一上
导电层，缓冲层和通过溅射形成的第二上导电层。通过在第一和第二上
导电层之间插入缓冲层，可以防止形成在上电极下方并且包含对溅射环
境具有低抗性特性的有机材料等的发光元件层的损坏，同时高水平的对
于诸如电子和空穴的电荷，保持对发光元件层的电荷注入效率，同时，
可以形成具有优异覆盖率和均匀性，足够厚度和优异生产率的导电层。
缓冲层可以具有多层结构。
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